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на множестве М. (В качестве элементов Μ в физических приложениях могут рассмат-
риваться поля, входящие в функцию Лагранжа).

В. Ц и м м е р м а н (W. Zimmermann) «Проблемы в теориях векторных мезо-
нов». Рассматривается теория нейтрального векторного поля, взаимодействующего
с сохраняющимся током. Исследуется вид коммутаторов и правил сумм для спектраль-
ных функций. Обсуждаются модели, в которых векторное поле пропорционально сохра-
няющемуся току, и, в частности, проблема включения электромагнитных взаимодей-
ствий в такой теории.

На наш взгляд книга интересна, как компактный обзор основных результатов
метода алгебры токов. К недостаткам книги следует отнести то, что ряд статей в зна-
чительной степени перекрывается. Так, ряд результатов по два-три раза выводится
в разных местах книги одинаковыми методами. По-видимому, стоит отметить в заклю-
чение, что, хотя феноменологические лагранжианы и фигурируют в общем заглавии,
на самом деле в книге нет статей, непосредственно посвященных этому вопросу.

М.В. Терентьев
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АРСЕНИД ГАЛЛИЯ

G a l l i u m A r s e n i d e . Proceedings oi the Second International Symposiumr

Dallas, Texas (October 1968), 1968.

Из полупроводниковых соединений группы А 3 — А5, пожалуй, наибольшее
внимание привлекают к себе в настоящее время арсенид галлия (GaAs) и некоторые
его сплавы с другими соединениями этой полупроводниковой группы. Этот интерес
обусловлен возможностью изготовления на основе GaAs целого ряда важных приборов
с высокими техническими характеристиками, таких, как туннельные и варакторные
диоды, транзисторы, электролюминесцентные источники излучений, оптоэлектрон-
ные триоды, СВЧ генераторы, диодные модуляторы света, интегральные схемы и др.
Поэтому научные конференции, посвященные исключительно GaAs и приборам, изго-
товляемым из этого полупроводника, регулярно проводятся в национальных и между-
народном масштабах. В 1968 и 1969 гг. издательством Томского государственного
университета были выпущены два сборника докладов, заслушанных на Всесоюзных
совещаниях по арсениду галлия, проведенных в Томске в 1965 и 1968 гг.

Вторая международная конференция по арсениду галлия была проведена в октяб-
ре 1968 г. в Далласе (США). В опубликованном сборнике изложено содержание 35 док-
ладов, заслушанных на этой конференции. Основное внимание докладчиков в Далласе
было обращено на усовершенствование технологии получения полупроводниковых
материалов на основе GaAs, с улучшенными характеристиками, так как только после
решения таких технологических проблем становится возможным усовершенствование
изготовляемых из этих материалов приборов. В шести заслушанных докладах обсуж-
дались проблемы жидкой эпитаксии; семь докладов было посвящено газовой эпитаксии
и методике выращивания монокристаллов. Из сплавов внимание привлекли: Ga^Alj _xAs,
Ga^Iiij _xAs и GaAsxPi _ж. В этих докладах подробно обсуждались вопросы, связан-
ные с легированием, выяснялось влияние направления роста на скорость роста и распре-
деление примесей; значительное внимание было уделено проблеме изготовления без-
дислокационных монокристаллов. Усовершенствование технологии уже привело к по-
лучению материала с концентрацией носителей тока ~ 1 0 1 3 см~3 и подвижностью
13 500 смг1в-еек при Τ = 77° К.

Из приборов, изготовляемых на основе GaAs, наибольшее внимание на между-
народной конференции в Далласе привлекли разнообразные источники излучений
спонтанного и стимулированного действия. Этим приборам было посвящено 10 докла-
дов. Меньшее внимание привлекли приборы СВЧ. Из других приборов обсуждались ге-
нераторы Ганна, полевые транзисторы, фотодетекторы и фотокатоды.

Сборник докладов (250 страниц), изданный английским Институтом физики и Фи-
зическим обществом, является полезным пособием для исследователей, занимающихся
проблемами арсенида индия и приборов, основанных на использовании его специфичес-
ких электрофизических свойств.

С. С. Шалит


